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3. 典型应用 

 

⚫ 手机或者其它手持设备上的 LED 显示 

⚫ 键盘或者鼠标 

⚫ 白色家电 

⚫ 智能音箱 

 

 

 

 

 

 

1. 概述 

C8624 是一颗最大支持 8×11 LED 点阵驱

动芯片。每颗 LED 都独立支持 8bit PWM 数据

和 256 级线性 PWM 调光。芯片内置 64 级全芯

片电流调节功能。 

   C8624 可配置 1bit 地址译码支持单数据总

线最大 2 颗芯片的并联应用，极大降低对 MCU

的性能需求。 

   C8624 工作电压范围 2.9V～5.5V，具有极

低的工作电流。休眠模式最低 250uA。 

   C8624 采用 QSOP24/QFN24 封装形式。正常

工作温度范围-40°C～85°C。 

2. 特征参数 

⚫ 工作电压范围：2.9V～5.5V 

⚫ 8×11点阵：88 LEDs 

⚫ 256 PWM 单点独立控制 

⚫ 64 级全局电流增益 

⚫ 类 SPI 接口，最大 20Mhz 

⚫ 内置消影 

⚫ 恒流输出范围 

6～30mA @VDD=5V 

⚫ 数据校验 
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4. 典型应用图 
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图 1 MCU 与芯片连接  
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图 2 单色 LED 应用（11x8=88） 
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5. 管脚定义图 

1)C8624QP 

封装 管脚图（顶视图） 

QSOP24 
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符号 管脚号 说明 

GRID1～GRID8 
1～5 

22～24 
位输出 

SEG1～SEG11 
7～12 

14～18 
段输出 

CS1 19 片选信号 

DIN 21 串行数据输入 

CLK 20 时钟信号, 上升沿采样  

VDD 13 电源  

GND 6 地 
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2)C8624QN 

封装 管脚图（顶视图） 

QFN24 

 

 

符号 管脚号 说明 

GRID1～GRID8 
1～4 

21～24 
位输出 

GND 5 地 

SEG1～SEG10 
6～11 

13～16 
段输出 

VDD 12 电源  

SEG11 17 段输出 

CS1 18 片选信号 

CLK 19 时钟信号, 上升沿采样  

DIN 20 串行数据输入 
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6. 极限参数 

工作电压，VDD -0.3V～6.0V 

输入电压 -0.3V～VDD+0.3V 

最大结温，TJMAX +150°C 

仓储温度，TSTG -65°C～150°C 

工作温度，TA -40°C～+85°C 

LED SEG 驱动输出电流 ISG 30mA 

LED GRID 驱动输出电流 IGRID -600mA 

热阻 
75°C/W(QSOP24) 

40°C/W(QFN24) 

功率损耗 PD 

1100mw（TA=25°C） 

500mw（TA=80°C） 

 

7. 电气参数（VDD=5V，TA=25°C，电流增益 GCC 设置为“111111”，每点 PWM 数据=0xFF） 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDD 工作电压  2.9  5.5 V 

ICC 静态工作电流 
  CLK & DIN=0， 

所有输出关闭 
 5 7 mA 

ISD 休眠模式电流 进入休眠模式*   300 uA 

ISG 

输出恒流 

SEG1～SEG12 
输出打开 28.5 30 31.5 mA 

ILED 每颗 LED 平均电流 
“TLS=11” 

“SCAN=111” 
 3.5  mA 

VOUT 恒流输出所需电压 Iout=25mA 650   mV 

IGRID 

位输出电流 

GRID1～GRID8 
VGRID=0.3V -500   mA 

%/VDD 恒流输出变化（vs VDD） Iout=10mA  ±1  %/V 

%/VOUT 恒流输出变化（vs VOUT） Iout=10mA  ±0.1  %/V 

逻辑电气参数（DIN、CLK） 

VIH 输入高电平电压 VDD=5V 3.5   V 

VIL 输入低电平电压 VDD=5V   1.5 V 

IIL 输入低电平电流 Vinput=0V   10 nA 

IIH 输入高电平电流 Vinput=5V   10 nA 
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8. 交流参数（VDD=5V，TA=25°C，电流增益设置 GCC 为“111111”，每点 PWM 数据=0xFF） 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

FCLK 输入时钟频率    20 MHz 

TSETUP 数据建立时间  5   ns 

THLOD 数据保持时间  5   ns 

TWLCLK 时钟低电平宽度  15   ns 

TWHCLK 时钟高电平宽度  15   ns 

FOSC 内部 RC时钟频率   8  MHz 

TSCAN 扫描周期 
 “TLS=11”“SCAN=111” 

“CKS=0 & RCKS=11” 
 272  us 

 

9.交流时序图 
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图 3 交流时序图 

 

 

10. 接口描述 

微处理器的数据通过两线总线接口（DIN、CLK）和本芯片通信，在 CLK 上升沿时接收数据，数据

的输入总是高位在前,低位在后传输，8bit 为一完整数据组。若干数据组组成指令数据包、设置数据

包和显示数据包。 

图 4  bit数据传输 

CLK 

DIN 
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11. 指令数据包 

   指令数据包是 C8624 的控制核心，它由包头、指令类型码和指令校验组成，总共包含 4 个 8bit 数

据组。指令数据包决定芯片的各个工作模式和功能，所有的操作都由不同的指令数据包开始或者结束。 

Header  包头 (5AFF) 

W0 指令数据码 

W1 指令校验 

图 5 指令数据包格式 

指令数据包包头固定为 0x5A 加 0xFF。指令校验为包头与指令类型码相加所得(保留低 8位) 

 

12. 指令数据码 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 说明 

0 

广播使能 

0:片选响应模式 

1:广播响应模式 

CS<1> 0  芯片选择地址码 

片选地址位 

0 0 0 1 配置数据写入 

0 0 1 0 显示数据按顺序写入 

0 0 1 1 显示数据按地址写入 

0 1 0 0 显示数据更新 

1 0 0 0 软复位 

1 1 1 0 休眠 

1 1 0 1 强制唤醒 

1 0 1 1 全局复位 

B6=0 为片选响应模式，只有片选地址匹配的芯片才会响应。 

B6=1 为广播响应模式，所有芯片无论片选地址是多少均会响应。 

 

13. 芯片选择地址码说明 

芯片默认片选地址 00，也可以通过片选信号 CS1修改片选地址。 

1 片控制模式 

MCU
CLK

DIN

SEG1

SEG2

SEG12

GRID1

GRID2

GRID8

. . .
. . .

CFW814

 

片选地址 00 
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2 片控制模式 
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图 6 芯片译码应用图 

 

 

14. 芯片指令集 

 

⚫ 配置数据写入指令 

 配置数据写入指令执行后，芯片进入配置数据输入模式。连续输入 4组配置数据和 1 组末位校验

数据。配置数据采用自动地址递增方式读取，依次是配置数据 1、配置数据 2、设置数据 3和配置数

据 4。最后一组校验码由前 4 组配置数据相加所得(保留低 8位)，如果校验失败，前面所写 4组配置

数据都无效，芯片会保存上一次正常写入的配置数据。 

 

 

Header  包头(5AFF) 

W0 指令数据码 

W1 指令校验 

W2 配置寄存器 1 

W3 配置寄存器 2 

W4 配置寄存器 3 

W5 配置寄存器 4 

W6 数据包尾校验 

图 7 配置数据包格式 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*1)

. . .

指令校验

. . .

配置寄存器1/2/3/4

. . .

寄存器数据校验

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 1 2 3231 1 2 87 9

 

C8624 C8624 
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⚫ 显示数据按顺序写入指令 

   显示数据按顺序写入指令执行后，芯片进入显示数据按顺序输入模式。连续输入 N 组 PWM 显示数

据和 1 组末位校验数据。PWM 显示数据采用自动地址递增方式读取，依次是显示数据 1、显示数据

2、显示数据 3等，直至显示数据 N。最后一组校验码由前 N组显示数据相加所得（保留低 8位），

如果校验失败，前面所写所有显示数据都无效，SRAM 会保持上一次正确写入的显示数据。待芯片执

行完显示数据更新指令后芯片开始显示此次写入的显示数据。 

   此处的 N 由前述配置数据 2中的配置数据决定，具体对应关系在配置寄存器说明中详细描述。 

Header  包头(5AFF)  

W0 指令数据码 

W1 指令校验 

W2 显示数据1 

W3 显示数据2 

W4 显示数据3 

  

W(N+1) 显示数据N 

W(N+2) 包尾校验 

 图 8 显示数据包格式（按顺序输入模式） 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*2)

. . .

指令校验

. . .

显示数据1~N

. . .

数据校验

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 1 2 8N8N-1 1 2 87 9

 

 

⚫ 显示数据按地址写入指令 

   显示数据按地址写入指令执行后，芯片进入显示数据按地址输入模式。如需输入 N 组（N<8）显

示数据则发送数据依次是数据地址 1、显示数据 1、数据地址 2、显示数据 2、数据地址 3、显示数据

3、显示数据 3等，直至数据地址 N、显示数据 N和结束标志(FF)以及末位校验数据。最后一组包尾

校验码由前 N组数据地址和显示数据以及结束标志(FF)相加所得（保留低 8 位），如果校验失败，

前面所写所有显示数据都无效，SRAM 会保持上一次正确写入的显示数据。该写入指令完成后，待芯

片执行完显示数据更新指令后芯片开始显示此次写入的显示数据。上述数据地址对应关系可通过查

询 SRAM 数据排布获得。 

Header  包头(5AFF) 

W0 指令数据码 

W1 指令校验 

W2 数据地址1 

W3 显示数据1 

W4 数据地址2 

W5 显示数据2 
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W(2N) 数据地址N 

W(2N+1) 显示数据N 

W(2N+2) 结束标志(FF) 

W(2N+3) 包尾校验 

图 9 显示数据包格式(按地址输入模式) 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*3)

. . .

指令校验

. . .

数据地址1

. . .

显示数据1

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 1 2 87 1 2 87

数据地址2

. . . . . .

显示数据2

. . .

数据地址N

. . .

显示数据N

. . .

结束标志(FF)

1 2 87 1 2 87 1 2 87 1 2 87 1 2 87

. . .

包尾校验

1 2 87 9

 

 

⚫ 显示数据更新指令 

   C8624 内部采用双 SRAM 结构，当前显示数据和下一帧显示数据独立存储在不同的 SRAM 内。这种

结构的最大好处就是写数据不会影响当前正常的显示，同时可以降低对写数据所需的带宽要求，降

低对 MCU 的性能需求。所以当下一帧显示数据写入后（包括按顺序写入和按地址写入），就需要发

送此命令来更新显示数据。 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*4)

. . .

指令校验

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 9

 

 

⚫ 软复位指令 

软复位指令执行后，芯片内部 PWM 计算器被复位，当前显示数据重新显示。 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*8)

. . .

指令校验

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 9

 

 

⚫ 全局复位指令 

全局复位指令执行后，芯片内部所有寄存器都会被复位，输出也关闭，等同于上电复位。 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*B)

. . .

指令校验

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 9
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⚫ 休眠指令 

芯片送完全 0数据后再发送休眠指令，芯片立即进入休眠模式。当芯片检测到唤醒指令或输入

非 0数据时立即退出休眠。 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*E)

. . .

指令校验

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 9

 

 

⚫ 唤醒指令 

唤醒指令执行后，芯片从休眠模式中退出，开始进入正常工作模式。 

CLK

包头 (5AFF)

. . . . . .

DIN 指令码 (*D)

. . .

指令校验

1 2 1615 1 2 87 1 2 87 9

 

 

15. 设置寄存器说明 

 

⚫ 设置寄存器 1 

Bit B7 B6 B5：B0 

名称 CS1 ～ GCC 

默认值 0 0 111111 

 

B7: CS1 需设置为 0 

B6 需设置为 1 

GCC 控制 SEG1～SEG11 的输出电流 ISG 

ISG=
𝟑𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
× (𝟏𝟕 + 𝐆𝐂𝐂) 

GCC=∑ 𝐁[𝐧]𝟓
𝐧=𝟎 × 𝟐𝐧 

 

n 对应 GCC bit 的位置，B[n]代表 GCC 对应位置的二进制值（0 或者 1） 

默认上电后 B5:B0=111111，GCC=63；ISG=
𝟑𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
× (𝟏𝟕 + 𝟔𝟑)=30mA 

最小电流设置 B5:B0=000000，GCC=0 ；ISG=
𝟑𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎𝟎
× (𝟏𝟕 + 𝟎)=6.37mA 

此电流 ISG为峰值电流，实际输出的平均电流需要结合 PWM 数据和扫描数，后续会有详细计算。 
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⚫ 设置寄存器 2 

Bit B7 B6 B5 B4:B2 B1 B0 

名称 CKS ～ ～ SCAN    WM VSYN_M 

默认值 0 0 0 000 0 0 

 

 CKS 时钟选择设置 

0 内部时钟 RCLK 

1 外部时钟 CLK 

SCAN 行扫描设置 

000   GRID1 使能、GRID2～GRID8 关闭 

001   GRID1～GRID2 使能、GRID3～GRID8 关闭 

010   GRID1～GRID3 使能、GRID4～GRID8 关闭 

011   GRID1～GRID4 使能、GRID5～GRID8 关闭 

100   GRID1～GRID5 使能、GRID6～GRID8 关闭 

101   GRID1～GRID6 使能、GRID7～GRID8 关闭 

110   GRID1～GRID7 使能、GRID8 关闭 

111   GRID1～GRID8 使能 

SCAN 被设置后，显示数据包内的数据组 N 就被确定。 

        M=∑ 𝐁[𝐧]𝟐
𝐧=𝟎 × 𝟐𝒏 + 𝟏   M 为 GRID 输出使能的个数 

    N=12×𝐌 

n 代表 SCAN 中每位的位置、B[n]代表 SCAN 对应位置的二进制值（0 或者 1） 

数据包内数据组数量被确认后，采用地址自动递增方式写入 SRAM。 

 

SCAN 设置与 SRAM 地址对应关系 

SCAN SRAM地址范围 SCAN SRAM地址范围 

0000 00H～0BH 0001 00H～1BH 

0010 00H～2BH 0011 00H～3BH 

0100 00H～4BH 0101 00H～5BH 

0110 00H～6BH 0111 00H～7BH 
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SRAM 地址与 SEG、GRID 对应关系 

GRID8 GRID7 GRID6 GRID5 GRID4 GRID3 GRID2 GRID1  

70H 60H 50H 40H 30H 20H 10H 00H SEG1 

71H 61H 51H 41H 31H 21H 11H 01H SEG2 

72H 62H 52H 42H 32H 22H 12H 02H SEG3 

73H 63H 53H 43H 33H 23H 13H 03H SEG4 

74H 64H 54H 44H 34H 24H 14H 04H SEG5 

75H 65H 55H 45H 35H 25H 15H 05H SEG6 

76H 66H 56H 46H 36H 26H 16H 06H SEG7 

77H 67H 57H 47H 37H 27H 17H 07H SEG8 

78H 68H 58H 48H 38H 28H 18H 08H SEG9 

79H 69H 59H 49H 39H 29H 19H 09H SEG10 

7AH 6AH 5AH 4AH 3AH 2AH 1AH 0AH SEG11 

0 0 0 0 0 0 0 0 SEG12 

 

 

WM 测试模式使能设置 

 0 不使能 

 1 使能 (正常显示不可置 1) 

 

VSYN_M 数据更新模式设置 

 0 强制更新      数据更新指令执行后，在下一个 CLK 会立刻更新 

 1 芯片自动更新 数据更新指令执行后，在一次完整的扫描显示结束后更新 

 

⚫ 设置寄存器 3 

Bit B7 B6 B5:B4 B3 B2 B1:B0 

名称 OTP1 RCS RCKS OE   DGH TLS 

默认值 1 1 11 0 0 00 

 

OTP1  过温保护功能 1使能 

0  功能打开：TJMAX超过 125°C，ISG自动降低三分之一 

1  功能关闭 
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RCS  电流设置电阻选择 

0   使用内部设置电阻，固定设置为 0 

 

RCKS 内部时钟频率设置 

00   1MHz 

01   2MHz 

10   4MHz 

11   8MHz 

 

OE  SEG 输出使能 

0  SEG 输出关闭 

1  SEG 输出打开 

 

DGH 消除鬼隐设置 

0  消除鬼隐弱 

1  消除鬼隐强 

 

TLS 换行时间设置 

00  4T 

01  8T 

10  12T 

11  16T 

 

T 为 PWM 时钟周期。如果 CKS=1，T 为 CLK 周期；如果 CKS=0，T 为 RCLK 周期 

GRID 输出周期 TGRID=TLS+TPWM ，TPWM=256T（SEG 输出周期） 

 

每行输出有效占空比 Duty=
𝑻𝑷𝑾𝑴

𝑻𝑮𝑹𝑰𝑫
×

𝟏

𝑴
 

PWM 控制 

   每个 LED 对应一个 8bitPWM 数据，通过改变这个 PWM 数据，可以改变 LED 上流过的平均电流

ILED，从而达到 256 级调光的效果。 

   ILED=
𝐏𝐖𝐌

𝟐𝟓𝟔
×ISG×Duty 

显示周期 

    一次完整的显示周期 TSCAN=M×TGRID 
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GRID1

GRID2

GRID3

GRID4

GRID5

GRID6

GRID7

GRID8

TPWM

TGRID

TSL

SEG1~SEG12

TSCAN

 

 图 10 显示周期说明 

 

⚫ 设置寄存器 4 

Bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

名称 ～ SLEEP_EN SLEEP_AT GRST SRST ～ OTP2 PDR 

默认值 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

SLEEP_EN 休眠模式使能设置 

0    不使能 

1 使能 

 

SLEEP_AT 自动休眠模式使能设置 

0    不使能 

1 使能   

使能后，芯片收到数据全部为 0 时，自动进入休眠状态，当写入非 0数据时，自动唤醒。 
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GRST  全局复位使能设置 

0   不使能 

1   使能 

 

SRST  软复位使能设置 

0   不使能 

1   使能 

 

OTP2  过温保护 2 功能 

0   过温保护功能 2打开：Tj超过 150 度，输出电流全部关闭 

1 过温保护功能 2关闭 

 

PDR  掉电复位功能 

0   不使能 

1    使能 

 

16. GAMMA 矫正 

   为了拟合人类眼睛对 LED 亮度变化的感知，达到更好的 LED 观赏效果，一般情况下我们可以利用

C8624 支持 256 级 PWM 的能力来做 GAMMA 矫正。 

 

32级 GAMMA 矫正举例说明 

C(0)  C(1)  C(2)  C(3)  C(4)  C(5)  C(6)  C(7)  

0  1  2  4  6  10  13  18  

C(8)  C(9)  C(10)  C(11)  C(12)  C(13)  C(14)  C(15)  

22  28  33  39  46  53  61  69  

C(16)  C(17)  C(18)  C(19)  C(20)  C(21)  C(22)  C(23)  

78  86  96  106  116  126  138  149  

C(24)  C(25)  C(26)  C(27)  C(28)  C(29)  C(30)  C(31)  

161  173  186  199  212  226  240  255  
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图 19 32级 GAMMA转换曲线 

 

64级 GAMMA 矫正举例说明 

C(0) C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

C(8) C(9) C(10) C(11) C(12) C(13) C(14) C(15) 

8 10 12 14 16 18 20 22 

C(16) C(17) C(18) C(19) C(20) C(21) C(22) C(23) 

24 26 29 32 35 38 41 44 

C(24) C(25) C(26) C(27) C(28) C(29) C(30) C(31) 

47 50 53 57 61 65 69 73 

C(32) C(33) C(34) C(35) C(36) C(37) C(38) C(39) 

77 81 85 89 94 99 104 109 

C(40) C(41) C(42) C(43) C(44) C(45) C(46) C(47) 

114 119 124 129 134 140 146 152 

C(48) C(49) C(50) C(51) C(52) C(53) C(54) C(55) 

158 164 170 176 182 188 195 202 

C(56) C(57) C(58) C(59) C(60) C(61) C(62) C(63) 

209 216 223 230 237 244 251 255 

 

IS31FL3741 
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Table 21  32 Gamma Steps with 256 PWM Steps 

C(0) C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) 

0  1  2  4  6  10  13  18  

C(8) C(9) C(10) C(11) C(12) C(13) C(14) C(15) 

22  28  33  39  46  53  61  69  

C(16) C(17) C(18) C(19) C(20) C(21) C(22) C(23) 

78  86  96  106  116  126  138  149  

C(24) C(25) C(26) C(27) C(28) C(29) C(30) C(31) 

161  173  186  199  212  226  240  255  
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Figure 12  Gamma Correction (32 Steps) 

Choosing more gamma steps provides for a more 
continuous looking breathing effect. This is useful for 
very long breathing cycles. The recommended 
configuration is defined by the breath cycle T. When 
T=1s, choose 32 gamma steps, when T=2s, choose 64 
gamma steps. The user must decide the final number 
of gamma steps not only by the LED itself, but also 
based on the visual performance of the finished 
product. 

Table 22  64 Gamma Steps with 256 PWM Steps 

C(0) C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) 

0  1  2  3  4  5  6  7  

C(8) C(9) C(10) C(11) C(12) C(13) C(14) C(15) 

8  10  12  14  16  18  20  22  

C(16) C(17) C(18) C(19) C(20) C(21) C(22) C(23) 

24  26  29  32  35  38  41  44  

C(24) C(25) C(26) C(27) C(28) C(29) C(30) C(31) 

47  50  53  57  61  65  69  73  

C(32) C(33) C(34) C(35) C(36) C(37) C(38) C(39) 

77  81  85  89  94  99  104  109  

C(40) C(41) C(42) C(43) C(44) C(45) C(46) C(47) 

114  119  124  129  134  140  146  152  

C(48) C(49) C(50) C(51) C(52) C(53) C(54) C(55) 

158  164  170  176  182  188  195  202  

C(56) C(57) C(58) C(59) C(60) C(61) C(62) C(63) 

209  216  223  230  237  244  251  255  
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Figure 13  Gamma Correction (64 Steps) 

Note: The data of 32 gamma steps is the standard value and the 
data of 64 gamma steps is the recommended value. 

OPERATING MODE 

PWM Mode 

IS31FL3741can only operate in PWM Mode. The 
brightness of each LED can be modulated with 256 
steps by PWM registers. For example, if the data in 
PWM Register is “0000 0100”, then the PWM is the 
fourth step. 

Writing new data continuously to the registers can 
modulate the brightness of the LEDs to achieve a 
breathing effect. 

De-Ghost Function 

The “ghost” term is used to describe the behavior of 
an LED that should be OFF but instead glows dimly 
when another LED is turned ON. A ghosting effect 
typically can occur when multiplexing LEDs. In matrix 
architecture any parasitic capacitance found in the 
constant-current outputs or the PCB traces to the 
LEDs may provide sufficient current to dimly light an 
LED to create a ghosting effect. 

To prevent this LED ghost effect, the IS31FL3741 has 
integrated Pull down resistors for each SWx (x=1~9) 
and Pull up resistors for each CSy (y=1~39). Select 
the right SWx Pull down resisto r (PG4, 02h) and CSy 
Pull up resistor (PG4, 02h) which eliminates the ghost 
LED for a particular matrix layout configuration. 

Typically, selecting the 32kΩ will be sufficient to 
eliminate the LED ghost phenomenon. 

The SWx Pull down resistors and CSy Pull up 
resistors are active only when the CSy/SWx output 
working the OFF state and therefore no power is lost 
through these resistors. 

SHUTDOWN MODE 

Shutdown mode can be used as a means of reducing 
power consumption. During shutdown mode all 
registers retain their data. 
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图 20  64 级 GAMMA转换曲线 
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Table 21  32 Gamma Steps with 256 PWM Steps 

C(0) C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) 

0  1  2  4  6  10  13  18  

C(8) C(9) C(10) C(11) C(12) C(13) C(14) C(15) 

22  28  33  39  46  53  61  69  

C(16) C(17) C(18) C(19) C(20) C(21) C(22) C(23) 

78  86  96  106  116  126  138  149  

C(24) C(25) C(26) C(27) C(28) C(29) C(30) C(31) 

161  173  186  199  212  226  240  255  
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Figure 12  Gamma Correction (32 Steps) 

Choosing more gamma steps provides for a more 
continuous looking breathing effect. This is useful for 
very long breathing cycles. The recommended 
configuration is defined by the breath cycle T. When 
T=1s, choose 32 gamma steps, when T=2s, choose 64 
gamma steps. The user must decide the final number 
of gamma steps not only by the LED itself, but also 
based on the visual performance of the finished 
product. 

Table 22  64 Gamma Steps with 256 PWM Steps 

C(0) C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) 

0  1  2  3  4  5  6  7  

C(8) C(9) C(10) C(11) C(12) C(13) C(14) C(15) 

8  10  12  14  16  18  20  22  

C(16) C(17) C(18) C(19) C(20) C(21) C(22) C(23) 

24  26  29  32  35  38  41  44  

C(24) C(25) C(26) C(27) C(28) C(29) C(30) C(31) 

47  50  53  57  61  65  69  73  

C(32) C(33) C(34) C(35) C(36) C(37) C(38) C(39) 

77  81  85  89  94  99  104  109  

C(40) C(41) C(42) C(43) C(44) C(45) C(46) C(47) 

114  119  124  129  134  140  146  152  

C(48) C(49) C(50) C(51) C(52) C(53) C(54) C(55) 

158  164  170  176  182  188  195  202  

C(56) C(57) C(58) C(59) C(60) C(61) C(62) C(63) 

209  216  223  230  237  244  251  255  
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Figure 13  Gamma Correction (64 Steps) 

Note: The data of 32 gamma steps is the standard value and the 
data of 64 gamma steps is the recommended value. 

OPERATING MODE 

PWM Mode 

IS31FL3741can only operate in PWM Mode. The 
brightness of each LED can be modulated with 256 
steps by PWM registers. For example, if the data in 
PWM Register is “0000 0100”, then the PWM is the 
fourth step. 

Writing new data continuously to the registers can 
modulate the brightness of the LEDs to achieve a 
breathing effect. 

De-Ghost Function 

The “ghost” term is used to describe the behavior of 
an LED that should be OFF but instead glows dimly 
when another LED is turned ON. A ghosting effect 
typically can occur when multiplexing LEDs. In matrix 
architecture any parasitic capacitance found in the 
constant-current outputs or the PCB traces to the 
LEDs may provide sufficient current to dimly light an 
LED to create a ghosting effect. 

To prevent this LED ghost effect, the IS31FL3741 has 
integrated Pull down resistors for each SWx (x=1~9) 
and Pull up resistors for each CSy (y=1~39). Select 
the right SWx Pull down resistor (PG4, 02h) and CSy 
Pull up resistor (PG4, 02h) which eliminates the ghost 
LED for a particular matrix layout configuration. 

Typically, selecting the 32kΩ will be sufficient to 
eliminate the LED ghost phenomenon. 

The SWx Pull down resistors and CSy Pull up 
resistors are active only when the CSy/SWx output 
working the OFF state and therefore no power is lost 
through these resistors. 

SHUTDOWN MODE 

Shutdown mode can be used as a means of reducing 
power consumption. During shutdown mode all 
registers retain their data. 
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16.封装资料 
 
1)QSOP24 

 

                  

Top View                                     Side View 

         

        Side View                                             Detail “X” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Min(mm) Nom(mm) Max(mm) 

A 1.50  1.80 

A1 0.102  0.249 

A2 1.40  1.55 

E 5.842  6.198 

E1 3.861  3.998 

D 8.585  8.738 

L 0.406  0.889 

e 0.635 TYP 

B 0.20  0.30 

C 0.2 TYP 

θ1 8º TYP 

θ2 8º TYP 

θ3 0º  8º 

θ4 4º TYP 

E
 1
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2）QFN24 
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订货信息： 

 

订单型号 封装形式 包装形式 数量/盘 盘/盒 

C8624QP QSOP24 真空编带（T&R） 4000 8 

C8624QN QFN24 真空编带（T&R） 5000 8 

 

储存条件说明: 

 

本产品符合J-STD-020标准之Level3。在本产品储存和生产使用过程中须严格遵照标准执行。 

 

 
声明： 
 

本文件属无锡芯涛微电子科技有限公司所有，在规定范围内使用，未经文控中心批准， 

禁止复制、泄露。 

 

 

 

 

 
芯涛微电子将竭诚为客户提供更优质的产品！ 
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